










すぎ うら まさ のり
氏 名杉浦正典
博士の専攻分野の名称 博士(工学)
学位記番号第 1 7 105 号
学位授与年月日 平成 14 年 3 月 25 日
学位授与の要件 学位規則第 4 条第 l 項該当
基礎工学研究科物理系専攻












オードを作製するにあたって、価電子制御のために P 層と N 層を共に高ドープ量にする必要があった。したがって、






































であり価値は高L 、。 トラップ準位の深さはO.08--0.0geV が支配的であることが明かにされた。さらに詳しい検討お
よび既知の結果等との対比から、酸素欠損がトラップの主な原因であることが判明した。
最後に、強誘電体薄膜への少数キャリヤ注入実験も行われ、残留分極とキャリヤ注入の関係にもメスが入れられた。
以上の内容は酸化物半導体の薄膜成長およびデバイスに関する先駆的な研究成果であると同時に、酸化物エレクト
ロニクスの今後の進展に多大な貢献をするものであり、博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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